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Одним із шляхів пошуку нових напівпровідників є встановлення фазових рівноваг 

у квазіпотрійних системах. До них відносяться зокрема і халькогенідні системи типу 
Tl2Se–Zn(Cd)Se–GeSe2. Компонентами у такого типу систем можуть бути подвійні чи 
потрійні напівпровідники, що займають особливу роль у якості матеріалів для ІЧ- та 
нелінійної оптики, термо- та електрохімії та ін. [1–4]. Дослідження таких систем є 
актуальним, оскільки дозволить вивчити характер фазових рівноваг, знайти нові 
матеріали, розробити технології вирощування кристалів.  

Вивчено фазові рівноваги у системі Tl4GeSe4–ZnSe. Результати РФА показано на 
рис. 1. Переріз Tl4GeSe4–ZnSe за характером фазових рівноваг належить до евтектичного 
типу. Координати евтектичної точки 7 мол. % ZnSe, 618 К. У системі не зафіксовано 
утворення тетрарних фаз, проте існує розчинність до 3 мол. % на основі Tl4GeSe4 та ZnSе, 
Існування розчинності є перспективною властивістю таких систем, тому що склади, які 
потрапляють у твердий розчин проявляють особливі властивості, які можна 
ціленаправлено змінювати. 

  

Рис. 1. Дифрактограми зразків системи Tl4GeSe4–ZnSe 
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